
공개특허 특2001-0062198

 
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl. 7

G02F 1/136
(11) 공개번호
(43) 공개일자

특2001-0062198
2001년07월07일

(21) 출원번호 10-2000-0074106         
(22) 출원일자 2000년12월07일         

(30) 우선권주장 99-349010 1999년12월08일 일본(JP)

(71) 출원인 미쓰비시덴키 가부시키가이샤
다니구찌 이찌로오, 기타오카 다카시
일본국 도쿄도 지요다쿠 마루노우치 2쵸메 2반 3고
세이코 엡슨 가부시키가이샤
구사마 사부로
일본 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 2초메 4-1

(72) 발명자 아오키마사루
일본도쿄도지요다쿠마루노우치2쵸메2반3고미쓰비시덴키가부시키가이샤내
고바야시마사나오
일본나가노켄스와시오와3쵸메3-5세이코엡슨가부시키가이샤내

(74) 대리인 김창세

심사청구 : 있음

(54) 액정 표시 장치 및 ＴＦＴ 패널

요약

본 발명에 의하면, a-Si를 p-Si화하는 레이저의 미스 쇼트(miss shot)가 있더라도, 표시 품위 열화의 가능성이 있는
 배치를 피하여, 협 프레임화를 달성하는 액정 표시 장치가 얻어진다.

본 발명은, 구동 회로 영역의 복수의 구동 트랜지스터(30)의 게이트 배선(41)은, 평면적으로 보면, 상이한 2개의 방향
의 2개의 선분과 굴곡부(90)를 갖는 절선을 따라 배치되고, 구동 트랜지스터의 채널 영역(31)은, 평면적으로 보면, 그
 굴곡부와 중복하지 않도록, 그 2개의 선분을 따라 배치되어 있다.

대표도
도 6

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 실시예 1의 레이저 어닐링(laser annealing)에 이용한 레이저 광학 장치를 설명하는 구성도,

도 2는 TFT 기판에 성막된 비정질 실리콘(amorphous silicon)막을 엑시머 레이저빔(excimer laser beam)에 의해
 어닐링하는 순서를 나타내는 개요도,

도 3은 레이저빔의 에너지 밀도의 분포를 나타내는 도면,

도 4는 레이저 어닐링에 있어서의 펄스 레이저빔의 직사각형 단면의 스캔 방향을 나타내는 도면,

도 5는 실시예 1에 있어서의 구동 트랜지스터의 배치를 나타내는 평면도,

도 6은 도 5의 구동 트랜지스터의 채널 영역에 레이저광의 미스 쇼트에 기인하는 특성 불완전 영역이 오버랩된 경우로
서, 구동 트랜지스터의 시프트 피치(shift pitch) A가 레이저빔의 피치 P보다 큰 경우의 특성 불완전 영역의 각 구동 
트랜지스터에 대한 배치를 나타내는 평면도,

도 7은 구동 트랜지스터의 시프트 피치 A가 레이저빔의 피치 P보다 적은 경우의 도 6에 상당하는 도면,

도 8은 도 5에 있어서의 Ⅷ-Ⅷ 단면도,

도 9는 실시예 1의 TFT의 제작에 있어서, 유리(glass) 기판 위에 하지막(under layer)을 형성한 단계의 단면도,

도 10은 도 9의 상태에, 비정질 실리콘막을 성막하고, 레이저 어닐링에 의해 폴리실리콘화한 후, 트랜지스터 형상으로
 패터닝한 단계의 단면도,

도 11은 도 10의 상태에 대하여, 레지스트 마스크에 의해 용량부를 형성하는 하부 전극 이외를 피복하고, 하부 전극에
 인(phosphorus) 이온을 주입한 단계의 단면도,

도 12는 도 11의 상태에 대하여 용량 절연막을 겸한 게이트 절연막을 성막한 단계의 단면도,

도 13은 도 12의 상태에 게이트 전극 및 공통 배선을 형성한 단계의 단면도,

도 14는 레지스트 마스크를 행하여 n형 트랜지스터에 인 이온을 주입하고 있는 단면도,

도 15는 레지스트 마스크를 제외하고, n형 트랜지스터에 LDD 형성을 위한 인 이온을 주입하고 있는 단면도,

도 16은 n형 트랜지스터에 레지스트 마스크를 실시하여, p형 트랜지스터의 소스, 드레인 영역에 붕소(boron) 이온을 
주입하고 있는 단면도,

도 17은 도 16의 상태에 층간(層間) 절연막을 형성한 단계의 단면도,

도 18은 도 17의 상태에, 소스, 드레인 영역 위에 콘택트 홀을 개구한 단계의 단면도,

도 19는 도 18의 상태에, 소스, 드레인 전극을 형성한 단계의 단면도,

도 20은 TFT 어레이 기판으로부터 액정 표시 장치를 형성하는 프로세스를 나타내는 공정도,

도 21은 실시예 1의 구동 회로부의 각부(角部)에 있어서의 구동 트랜지스터의 배열을 나타내는 평면도,
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도 22는 실시예 1의 구동 회로부의 다른 하나의 각부에 있어서의 구동 트랜지스터의 배열을 나타내는 평면도,

도 23은 실시예 2에 있어서의 구동 트랜지스터의 배치를 나타내는 평면도,

도 24는 실시예 3에 있어서의 구동 트랜지스터의 배치를 나타내는 평면도,

도 25는 실시예 4에 있어서의 구동 트랜지스터의 배치를 나타내는 평면도,

도 26은 실시예 5에 있어서의 구동 트랜지스터의 배치를 나타내는 평면도,

도 27은 도 26의 구동 트랜지스터의 채널 영역에 레이저 광의 미스 쇼트에 기인하는 특성 불완전 영역이 오버랩된 경
우의 특성 불완전 영역의 각 구동 트랜지스터에 대한 배치를 나타내는 평면도,

도 28은 TFT 패널의 구성의 개요를 나타내는 평면도,

도 29는 종래예에 있어서, 미스 쇼트에 기인하는 특성 불완전 영역이 구동 트랜지스터의 채널 영역에 오버랩된 경우의
 평면도,

도 30은 도 29의 종래예에 있어서의 구동 회로부의 각부에 있어서의 구동 트랜지스터의 배열을 나타내는 평면도,

도 31은 도 29의 종래예에 있어서의 구동 회로부의 다른 하나의 각부에 있어서의 구동 트랜지스터의 배열을 나타내는
 평면도,

도 32는 다른 종래예에 있어서의 구동 트랜지스터의 배치를 나타내는 평면도,

도 33은 도 32의 종래예에 있어서의 구동 회로부의 각부에 있어서의 구동 트랜지스터의 배열을 나타내는 평면도,

도 34는 도 32의 종래예에 있어서의 구동 회로부의 다른 하나의 각부에 있어서의 구동 트랜지스터의 배열을 나타내는
 평면도.

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명

60 : X-Y 스테이지61 : 윈도우

62 : 미러65 : 감쇠기

66 : 레이저 발진기67 : 챔버

70 : 레이저빔

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 박막 트랜지스터(TFT : Thin Film Transistor)를 구비한 액티브 매트릭스(active matrix) 방식의 액정 
표시 장치 및 TFT 패널에 관한 것이다.
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도 28에 있어서, 이 TFT 패널에 있어서는, 투명 기판(101) 위에 표시 영역(102) 및 그 주변의 영역이 마련되어 있다
. 주변의 영역은 X측 구동 회로부(111), Y측 구동 회로부(112) 및 외부 접속 단자부(117)로 구성되어 있다. 각 구동
 회로부에는 구동 트랜지스터(도시하지 않음)가 배치되어, 표시 영역의 신호선과 주사선(모두 도시하지 않음)의 교차
부에 배치된 화소트랜지스터(도시하지 않음)를 제어하여 구동한다. 액정 표시 장치는 얇고 또한 콤팩트(compact)한 
점에 큰 특징이 있고, 수요자(需要者)도 이에 현혹되어 구입하는 경우가 많다. 각 구동 회로부에 배치된 구동 트랜지스
터가 콤팩트(compact)하게 수납되면, 표시 화면의 가장자리를 작게 할 수 있어, 상품 가치를 높일 수 있다. 이 의미로
, 도 28에 나타내는, 영역(115) 및 영역(116)에 있어서의 X측 구동 회로부(111)의 구동 트랜지스터의 배치는 중요하
게 된다.
    

    
표시 영역 및 구동 회로 영역 일체형의 TFT 패널에 있어서는, 화소 트랜지스터는 어쨌든 간에, 적어도 구동 트랜지스
터에는 다결정체 실리콘(이하, 「폴리실리콘」이라고 함)이 이용된다. TFT 패널의 표시 영역 및 구동 회로 영역에 일
체적으로 폴리실리콘막을 형성하는 경우, 다음 방법이 일반적이다. 감압(減壓) CVD법 등에 의해 기판상에 비정질 실리
콘을 성막하고, 그 후, 엑시머 레이저의 빔을 그 비정질 실리콘에 조사(照査)함으로써 어닐링하여 결정화시켜 폴리실리
콘으로 한다. 이 엑시머 레이저의 빔은 에너지 밀도의 균일성을 확보하고, 또한 가능한한 넓은 범위를 조사할 필요가 있
다. 이 때문에, 그 단면 형상이, 길이 150∼300mm에서, 폭이 300㎛, 즉, 0.3mm의 선에 근접한 세장(細長) 형상의 빔
을 이용하는 방법이 주류로 되어 있다. 면(面)을 조사할 때는, 상기의 빔의 긴 쪽의 방향을 도 28에 나타내는 좌표축의
 Y 방향으로 하고, 또한 단면에 있어서의 가는 폭 방향을 X 방향으로 정렬시켜, 1 쇼트(shot)마다 5∼50㎛씩 X 방향
에 시프트시켜 놓으면서, 약 200∼300㎐의 주기로 펄스 노광하여 스캐닝해 간다.
    

    
박막 반도체를 폴리실리콘으로 하는 이유는, 구동 트랜지스터에 있어서의 전하 캐리어(electrical carrier)의 이동도를
 높게 해야 하기 때문이다. 비정질 실리콘에 있어서의 전하 캐리어의 이동도는 폴리실리콘에 있어서의 이동도에 비교하
면, 각별히 낮기 때문에, 비정질 실리콘을 구동 트랜지스터에 이용하는 것은 가능하지 않다. 종래에, 표시 영역과 구동
 회로 영역을 일체적으로 형성하지 않고 있던 경우에는, 화소 트랜지스터에는 비정질 실리콘을 이용하고, 다른 공정에
서 제작하는 구동 트랜지스터에는 단결정 실리콘을 이용하고 있었다. 폴리실리콘에 있어서의 전하 캐리어의 이동도는 
단결정에 있어서의 이동도보다 작지만, 결정 입경을 조대(粗大)화시킴으로써, 필요한 이동도를 확보할 수 있다. 따라서
, 상기의 레이저빔의 에너지 밀도는, 비정질 실리콘을 다결정화한 후에 적절한 크기의 결정 입자 직경으로 하는 에너지
 밀도가 아니면 안된다. 이 조건을 만족시키는 레이저빔의 에너지 밀도는 고저(高低)에 한계를 갖는 좁은 범위에 한정
되지만, 실시에 큰 곤란을 발생시킬 정도는 아니다.
    

    
그러나, 상기의 레이저빔의 에너지 밀도의 쇼트 간의 균일성에 대해서는 요구 성능을 만족하지 않는 경우가 발생한다.
 즉, 수만회에 한번 정도의 오더(order)에서 미스 쇼트가 발생하여, 상기의 범위내의 에너지 밀도로부터 낮은 측 또는
 높은 측으로 벗어난다. 미스 쇼트의 악영향이 남아 있는 개소(箇所)는 스캔 1피치분의 폭, 예컨대 15㎛의 폭에서, 길
이 150∼300mm에 걸쳐 충분히 조대화한 결정 입경으로 되지 않는다. 이 결정 입경 조대화가 불충분하게 되는 현상은
 레이저빔의 에너지 밀도가 지나치게 작더라도, 또한 지나치게 크더라도 발생한다. 이 때문에, TFT의 채널 폭 방향과
 레이저빔 단면의 긴 쪽 방향이 평행하게 되는 배치로, 레이저빔을 채널 길이 방향으로 스캔한 경우, 다음과 같은 문제
를 발생시킨다. 즉, 불량 쇼트가 TFT 채널 영역에서 발생하면, 결정화 불충분한 영역이 TFT의 채널 영역을 차단하여
 형성되게 된다. 이 결과, 불량 트랜지스터가 그 불량 쇼트의 영역을 따라 연속하여 대량으로 형성되어, 표시 결함으로
서 양품율의 저하를 초래한다. 도 29에, 이와 같은 사태가 발생할 가능성이 있는 종래예의 구동 트랜지스터의 평면 배
열을 나타낸다. X측 구동 회로부의 복수의 구동 트랜지스터(130)에는 게이트 배선(141), 소스 배선(143) 및 드레인
 배선(142)이 각 구동 트랜지스터에 걸쳐 연속하여 마련되어 있다. 이들의 배선과 구동 트랜지스터의 중복(重複)부에
 게이트 전극, 소스 전극 및 드레인 전극이 마련되어 있다. 소스 전극과 드레인 전극은 각각 반도체 박막의 소스 영역(
133) 및 드레인 영역(132)과 도통하는 콘택트부(137)가 마련되어 있다. 또한, 채널 영역(131)은 평면적으로 보면 게
이트 전극과 대개 중복하고 있다. 도 29에 있어서, 채널의 폭(134)의 방향에 평행하게 레이저빔 단면의 긴 쪽의 방향
을 배치하여, 펄스 레이저를 쇼트하면서 채널 길이(135)의 방향으로 스캔한다. 이 때, 또다시, 미스 쇼트가 채널 영역
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에 오버랩되어 발생하면, 미스 쇼트중의 스캔 1피치분(140)은 채널 영역(131)을 완전히 차단한다. 도 29에 있어서, 
사선(斜線)부는 채널 영역(131)과 레이저빔의 미스 쇼트 1피치분 P와의 중복부이다. 전하 캐리어는 이 사선부를 지나
지 않고는 트랜지스터의 채널 영역을 통과할 수 없다. 미스 쇼트가 트랜지스터의 특성에 악영향을 미치게 하는 것은 미
스 쇼트의 1피치분(140)이 채널 영역을 완전히 차단하여 형성되는 경우이고, 소스 영역이나 드레인 영역에 있어서, 미
스 쇼트의 스캔 1피치분(140)이 완전히 차단하여 형성되더라도, 그 정도로 큰 악영향은 발생하지 않는다. 도 29의 배
치의 경우, 게이트 배선에 연속해 있는 그 열의 구동 트랜지스터가 모두 열화하기 때문에, 액정 표시 장치의 표시 품위
를 명확히 열화시키는 것 같은 악영향이 미치게 된다. 이 도 29와 같은 구동 트랜지스터의 배치의 경우에는, 도 30 및
 도 31에 도시하는 바와 같이 영역(115 및 116)에 있어서, 구동 트랜지스터는 콘팩트하게 수납되어, 표시 화면의 프레
임을 확대하는 일은 없다. X측 구동 회로부의 구동 트랜지스터(도시하지 않음)의 게이트 배선(131)은 영역(115) 및
 영역(116)의 양쪽에 있어서는 연장되지 않는다. 이 때문에, 좌측의 프레임의 폭(118) 및 우측의 프레임의 폭(119)을
 모두 확대할 필요가 없다. 또, X측 구동 회로부의 구동 트랜지스터에 있어서는, n형 트랜지스터와 p형 트랜지스터(모
두 도시하지 않음)가 쌍(pair)으로 배치되지만, 특히 필요없는 경우는 쌍의 n형 트랜지스터와 p형 트랜지스터를 구별
하지 않는다.
    

    
상기의 표시 품위 열화의 문제를 해결하기 위해서, 채널 폭 방향과 레이저빔 단면의 긴 쪽의 방향을 비평행으로 하는 제
안되어 있었다(일본 특허 공개 평성 제 11-87720 호 공보). 또한, 비평행의 조건을, 채널 폭 W, 채널 길이 L, 레이저
빔 단면의 단축(短軸) 방향으로의 스캔 피치 P, 레이저 광의 스캔 방향과 채널 폭 방향과의 각도 θ등을 이용하여 한정
하는 제안이 개시되어 있었다(일본 특허 공개 평성 제 11-87729 호 공보, 일본 특허 공개 평성 제 11-87670 호 공
보). 즉, 도 32에 도시하는 바와 같이, 구동 트랜지스터를 레이저빔의 단면의 장축(長軸) 방향에 대하여 각도 θ를 갖
도록 경사지게 하여, 채널부의 폭(134)을 W로 하고, 레이저빔의 스캔 피치를 P로 했을 때, Wㆍsinθ> P를 만족하
도록 한다. 이 조건을 부과함으로써, 채널 폭 W가 700㎛에 이르는 구동 트랜지스터의 경우, 미스 쇼트가 채널 영역에
서 발생하더라도, 그 특성 불완전부를 가로지르는 일없이 채널 영역을 통과할 수 있는 부분이 여유를 갖고 발생한다. 즉
, 특성이 양호한 영역만을 통과하는 전하 캐리어도 상당 정도있다. 이 결과, 트랜지스터의 특성이 레이저빔의 미스 쇼트
에 의해서 열화하는 일이 없게 되어, 표시 품위가 실질적으로 열화하는 사태를 피할 수 있다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
그러나, 표시 신호를 제어하는 구동 회로에 있어서는, 다수의 구동 트랜지스터가 연속하여 배열되기 때문에, 직사각형
 화면의 변에 교차하는 일정 방향을 따라 직렬로 구동 트랜지스터를 배치하면, 구동 트랜지스터의 열이 표시 화면의 단
(端)으로부터 크게 연장되어 버린다. 도 33 및 도 34에 있어서, 구동 트랜지스터(도시하지 않음)를 경사지게 하여 배
치함으로써, 프레임의 폭(118 및 119)이 크게 확대되어 있는 것을 알 수 있다. 이러한 경사 배치는 액정 화면의 주변
부의 협(狹) 프레임화에 역행하여, 오히려 구동 회로 영역이 확대되어 버린다. 스캔 피치 P를 대단히 작게 할 수 있으
면, 각도 θ를 작게 하더라도 Wㆍsinθ> P를 만족하도록 할 수 있다. 그러나, 스캔 피치 P를 다소 작게 하면, 폴리
실리콘 표면이 거칠게 되어, 사용에 견디지 않는 것으로 된다. 또, 레이저빔 단면의 긴 쪽의 방향에 대하여 기울여 배향
한 구동 트랜지스터를 Y 방향을 따라 직렬 접속하는 배열도 고려할 수 있다. 이 배열에 의하면, 협 프레임화를 달성할 
수 있다. 그러나, 이 배치에서는 트랜지스터 간의 전극 거리가 좁게 되어, 트랜지스터의 직렬 배선의 형성이 곤란하게 
된다. 이 때문에, 이 기울기로 배향한 구동 트랜지스터를 Y 방향을 따라 직렬 접속하는 배열은 실제의 구동 회로부의 제
조에는 이용될 수 없다.
    

본 발명의 목적은, 엑시머 레이저 쇼트의 스캔 조사에 의해서 비정질 실리콘박막으로부터 생성한 폴리실리콘 박막을 적
어도 구동 회로 영역에 구비하는 TFT 패널을 포함하는 액정 표시 장치에 있어서, 그 엑시머 레이저의 미스 쇼트가 있
더라도 폴리실리콘 박막 위에 형성되는 복수의 구동 트랜지스터에 대하여 표시 품위를 열화시키는 경우가 발생되는 배
치를 피하고, 또한 협 프레임화를 달성할 수 있는 배치로 한 액정 표시 장치 및 TFT 패널을 제공하는 것에 있다.
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또한, 본 발명이 대상(對象)으로 하는 액정 표시 장치는 화소 트랜지스터의 박막 반도체와 구동 트랜지스터의 박막 반
도체가 동일한 공정으로 일체적으로 형성된 것이더라도 좋고, 또는 양자가 다른 공정에서 제작된 후에 일체화된 것이더
라도 좋다.

    발명의 구성 및 작용

    
본 발명의 액정 표시 장치는 액정과, 액정을 구동하는 TFT 패널와, 그 대향 기판을 구비하되, 그 TFT 패널이 교차하
여 배선된 복수의 신호선 및 복수의 주사선, 및 그 교차하는 부위에 배치된 복수의 화소 트랜지스터를 포함하는 표시 영
역과, 복수의 구동 트랜지스터를 포함하는 구동 회로 영역을 갖고 있다. 그 구동 회로 영역에 형성되는 구동 트랜지스터
의 게이트 배선은 제 1 방향을 따라 직선적으로 연장되는 제 1 선분과, 제 1 방향과 다른 제 2 방향을 따라 직선적으로
 연장되는 제 2 선분과, 제 1 선분과 제 2 선분을 접속하는 굴곡부를 구비한 절선(折線)을 따라 배치된다. 또한, 구동 
트랜지스터는 평면적으로 보면, 그 채널 영역이 굴곡부와 겹치지 않도록 제 1 선분 및 제 2 선분을 따라 배치되어 있다
.
    

    
이 구성에 의해, 게이트 배선과 오버랩하여 하방(下方)으로 형성되는 구동 트랜지스터의 채널 영역도 이 절선을 따라 
배치된다. 따라서, 레이저 미스 쇼트에 기인하는 직선 형상의 특성 불완전부에 대하여 구동 트랜지스터의 채널 영역의
 위치를 어긋나게 할 수 있다. 이 결과, 특성 불완전부가 모든 트랜지스터의 채널부를 차단하도록 동일하게 배치되는 사
태를 피하여, 구동 트랜지스터의 위치에 따라 채널 영역의 단, 소스 영역, 또는 드레인 영역에서 오버랩될 수 있도록 할
 수 있다. 이 결과, 불완전 특성의 악영향이 분산되기 때문에, 표시 품위를 실질적으로 열화시키는 사태를 피할 수 있다
. 또한, 제 1 방향의 선분과 제 2 방향의 선분을 갖는 지그재그 형상의 절선을 따라 배치되기 때문에, 구동 회로 영역이
 표시 화면으로부터 크게 연장되어 확대하는 일이 없고, 협 프레임화를 실현할 수 있다. 또한, 상기의 절선을 따라 구동
 트랜지스터의 채널 영역의 중심 부근을 배치한 후에, 구동 트랜지스터를 상기의 레이저 광의 장축 방향에 대하여 경사
 또는 회전시켜 배치할 수도 있다. 이 경우, 상기한 각 구동 트랜지스터의 레이저빔 스캔 방향이 어긋남에 덧붙여, 경사
 또는 일정 각도의 회전이 가해지게 된다. 이 때문에, 레이저의 미스 쇼트에 기인하는 특성 불완전부에 의해서 채널 영
역이 완전히 차단된 구동 트랜지스터가, 그 열 전체에 걸쳐 발생할 가능성을 한층 더 용이하게 피할 수 있다. 즉, 경사 
또는 회전을 하면, 레이저빔이 세장 단면의 긴 쪽의 방향이 채널 길이 방향에 평행하여 되는 배치에 근접하게 되어, 특
성 불완전부를 통과하지 않는 채널 영역을 횡단할 수 있는 부분이 증대한다. 이에 덧붙여, 상술의 어긋남을 갖는 배치를
 더 행하면, 위험 분산의 효과에 덧붙여, 상기의 특성 불완전부를 통과하지 않는 채널 영역을 횡단할 수 있는 부분의 증
대의 효과가 가산된다. 그 결과, 구동 트랜지스터의 특성의 열화는 거의 발생하지 않게 된다.
    

또한, 채널 영역을 평면적으로 보면 게이트 배선의 굴곡부를 피하여 형성하는 것은, 이 굴곡부에서는 전계(電界) 집중
이 발생하여, 채널 영역에서의 전하 캐리어의 이동에 어떠한 영향을 미치는 오동작을 발생할 두려움이 있기 때문이다.

또, 상기의 구동 회로 영역은 1매의 기판상에 표시 영역과 일체적으로 동일 공정내에서 형성되더라도 좋고, 별도의 기
판상에 다른 공정에서 형성된 후에 일체화된 것이더라도 좋다. 따라서, 화소 트랜지스터의 반도체박막은 비정질 실리콘
 그대로도 좋고, 동일한 공정에서 일체적으로 형성된 폴리실리콘이라도 좋다.

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는, 제 1 선분 및 제 2 선분은 각 선분의 표시 영역에 가까운 단점(端点)으로부터 
먼 단점으로 향하는 방향이 표시 영역측에서 보면 반대 방향으로 되어 있다.

이 구성에 의해, 특성 불완전 영역에 그 열의 모든 구동 트랜지스터의 채널 영역을 완전히 차단시키지 않도록 한 뒤에,
 협 프레임화를 실제로 실현하는 것이 가능하게 된다. 또한, 표시 영역측에서 본 방향 또는 길이는 표시 영역의 가장자
리로의 사영(射影) 방향 또는 사영 길이이다.

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는, 제 1 선분 및 제 2 선분은 각각 더 작은 절선에 의해서 구성되어 있다.
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이 구성에 의해 구동 트랜지스터의 열 전체의 배치는, 예컨대 제 1 선분에 따르도록 하여, 예컨대 개개의 구동 트랜지스
터의 채널 길이 방향을 표시 영역과 구동 회로 영역과의 경계의 연장하는 방향에 평행하게 배치할 수 있다. 즉, 게이트
 배선 등의 배선 방향과 채널 영역의 폭 방향을 평행하게 한 뒤에, 각 구동 트랜지스터의 방향의 배치를 자유롭게 설정
하는 것이 용이하게 된다.

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는 제 1 선분 및 제 2 선분을 접속하는, 표시 영역과 구동 회로 영역과의 경계에 거
의 직교하는 선분을 포함하고 있다.

이 구성에 의해, 각 구동 트랜지스터를 지그재그 형상의 절선을 따라 각 구동 트랜지스터를 여유를 갖고 배치하는 것이
 가능해진다.

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는, 절곡부는 제 1 선분 및 제 2 선분이 각도를 갖고 직접 연속하고 있는 부분을 포
함하고 있다.

    
이 구성에 의해, X 방향(표시 영역과 구동 회로 영역의 경계가 연장하는 방향)의 협 프레임화를 실현할 수 있을 뿐만 
아니라, Y 방향(상기 경계의 수직 방향)에 대해서도 협 프레임화를 실현할 수 있다. 즉, 구동 트랜지스터는 Y 방향에 
대하여 고밀도로 배치된다. 또한, 상기의 제 1 및 제 2 선분에 배치된 구동 트랜지스터는 Y 방향에 평행한 특성 불완전
 영역에 대하여 공통 위치가 되지 않도록, 위험 분산을 도모하기 위해서 X 방향의 위치가 어긋나도록 배치하는 것이 바
람직하다. 또한, 특성 불완전 영역에 채널 영역이 완전히 차단되지 않도록, 채널 영역의 폭 방향을 Y 방향으로부터 크게
 경사시켜 배치하는 것이 바람직하다.
    

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는, 구동 트랜지스터의 채널 영역의 폭 방향은 제 1 선분 및 제 2 선분에 대하여 평
행하게 되도록 배치되어 있다.

이 구성에 의해, 채널 영역 폭 방향뿐만 아니라, 소스 영역 및 드레인 영역의 폭 방향도 각각의 소스 배선 및 드레인 배
선의 방향과 평행하게 되어, 배선의 형성이 용이하게 된다.

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는, 표시 영역은 직사각형 형상이고, 구동 회로 영역이 직사각형의 표시 영역의 대향
하는 2개의 평행한 변의 연장선의 사이에서 연장되도록 배치되어 있다.

이 구성에 의해, 레이저 어닐링에 있어서 레이저빔이 불필요하게 중복하는 부분을 발생하는 일없이, 능률 좋고, 표시 화
면 전체에 걸쳐 기울어지는 일없이 결정화 및 결정 성장시킨 뒤에, 협 프레임화와 위험 분산을 실현할 수 있다.

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는, 구동 트랜지스터와, 그 구동 트랜지스터의 가장 가까이 위치하는 이웃하는 구동
 트랜지스터와의 사이의 표시 영역측에서 본 거리가 레이저빔 조사의 주사 흔적인 피치 스트라이프(stripe)의 간격보
다 길게 되어 있다.

이 구성에 의해, 가량 하나의 구동 트랜지스터의 채널 영역을 레이저빔의 미스 쇼트에 기인하는 특성 불완전부가 차단
하는 경우가 발생하더라도, 인접하는 구동 트랜지스터에서는, 그 특성 불완전부가 소스 영역이나 또는 드레인 영역을 
통과하게 된다. 이 결과, 특성 불완전부는 표시 품위에 실질적으로 영향을 미치게 될 수 있어, 양품율을 향상시키는 것
이 가능해진다.

상기 본 발명의 액정 표시 장치에서는, 구동 트랜지스터의 각각의 채널 영역은 영역 표시에 가장 가까운 채널 영역의 각
부와, 표시 영역에 가장 먼 채널 영역의 각부와의 사이의 표시 영역측에서 본 거리가 레이저빔 조사의 조사 흔적인 피치
 스트라이프의 간격보다 길게 되어 있다.

    
이 구성의 경우, 구동 트랜지스터를 상기의 변에 세운 수선(垂線)에 대하여 경사 또는 회전할 필요가 있다. 각 구동 트
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랜지스터를 레이저빔의 장축 방향에 대하여 경사 또는 회전시켜 배치하면, 레이저빔의 미스 쇼트에 기인하는 특성 불완
전부가 채널부를 통과하는 최악의 경우이더라도, 상술한 이유에 의해 전하 캐리어가 특성 불완전부를 지나가지 않게 통
과할 수 있는 부분이 증대한다. 상기 채널 영역의 각부간의 거리가 피치 흔적의 간격보다 긴 액정 표시 장치에서는 채널
 영역을 특성 불완전부가 통과하는 경우이더라도, 확실히 전하 캐리어가 특성 불완전부를 통과하지 않고서 채널 영역을
 지날 수 있는 부분이 확실히 존재하도록 할 수 있다. 따라서, 특성 불완전부가 표시 품질에 악영향되지 않도록 하는 것
이 가능해진다.
    

    
상기의 액정 표시 장치는 구동 트랜지스터와 화소 트랜지스터가 1매의 기판상에 일체적으로 형성된 폴리실리콘막에 마
련되고 있더라도 좋다. 또는, 구동 트랜지스터와 화소 트랜지스터가 각각 별도의 기판 위에 각각의 공정에서 형성된 박
막 반도체 위에 형성된 후에, 일체화되어 있더라도 좋다. 어느 쪽의 액정 표시 장치에 있어서도, 구동 회로 영역의 트랜
지스터를 비정질 실리콘으로부터 폴리실리콘로 하여 형성하는 장치인 한, 상기의 각 구성은 실질적으로 표시 품위를 열
화시키지 않는 작용을 갖는다. 양쪽의 액정 표시 장치 모두, 표시 영역의 반도체는 비정질 실리콘막 그대로 있더라도 좋
고, 또는 비정질 실리콘막에 대하여 동일한 공정에 있어서 일체적으로 엑시머 레이저빔을 조사하여 폴리실리콘막으로 
한 것이라도 좋다.
    

    
본 발명의 TFT 패널은 교차하여 배선된 복수의 신호선 및 복수의 주사선 및 그 교차하는 부위에 배치된 복수의 화소 
트랜지스터를 포함하는 표시 영역과, 복수의 구동 트랜지스터를 포함하는 구동 회로 영역을 갖는, 액정을 구동하는 패
널이다. 그 구동 회로 영역에 형성되는 구동 트랜지스터의 게이트 배선은 제 1 방향을 따라 직선적으로 연장되는 제 1
 선분과, 제 1 방향과 다른 제 2 방향을 따라 직선적으로 연장되는 제 2 선분과, 제 1 선분과 제 2 선분을 접속하는 굴
곡부를 구비한 절선을 따라 배치되어 있는, 또한, 구동 트랜지스터는 평면적으로 보면 그 채널 영역이 굴곡부와 겹치지
 않도록, 제 1 선분 및 제 2 선분을 따라 배치되어 있다.
    

이 구성에 의해, 이 TFT 패널은 액정 표시 장치에 이용되고, 특성 불완전부가 채널 영역의 중앙부 및 단부, 소스 영역
, 드레인 영역에 분산되기 때문에, 표시 품위가 크게 열화하는 사태를 피할 수 있다. 또한, 구동 트랜지스터끼리의 상기
의 어긋남에 덧붙여 구동 트랜지스터를, 채널 영역을 중심으로 일정 각도만큼 회전시켜 배치하는 것에 의해, 위험 분산
을 더 도모하는 것이 용이해 진다.

본 발명의 상기 및 그 밖의 목적, 특징, 국면 및 이익 등은 첨부 도면을 참조로 하여 설명하는 이하의 상세한 실시예로
부터 더욱 명백해질 것이다.

다음에 도면을 이용하여 본 발명의 실시예에 대해 설명한다.

(실시예 1)

    
도 1에 있어서, 레이저 발진기(66)에는 파장 308㎚를 발생하는 XeCl을 발진 가스로 하는 엑시머 레이저를 이용했다.
 펄스의 쇼트 피치는 100㎐∼300㎐의 범위로 했다. 발진 가스로서 KrF를 이용할 수도 있다. 이 때, 백만 쇼트에 대해
 수 쇼트의 비율로 미스 쇼트가 발생한다. 레이저 발진기(66)에 의해 발생한 레이저광(70)은 감쇠기(attenuator)(65
)를 지나서 미러(mirror)(62)에 의해 방향을 바꾸고, 빔 성형 광학계(63, 64)에 의해 빔 단면 형상을 세장 직사각형
 형상으로 된다. 그 후, 다시 미러(62)에 의해 방향이 변경되어 광학계 개체(68)를 통과하여, 챔버(chamber)(67) 중
에 윈도우(window)(61)로부터 도입된다. 챔버(67)의 중의 X-Y 스테이지(60) 위에 배치된 기판(1)은 X-Y 스테이
지(60)의 움직임에 의해 X 방향, Y 방향의 양 방향으로 이동할 수 있다. 이 레이저빔은 기판(1) 위에 형성된 비정질 
실리콘막에 대하여 조사된다. 도 2에 있어서, 세장(細長) 직사각형 단면의 레이저빔(70)은 그 직사각형의 단축 방향(
26)에 1쇼트마다 일정 간격의 피치로 비켜나가면서 조사 영역(71)을 어닐링한다. 기판(1)에 성막된 비정질 실리콘막
은, 조사가 끝난 영역(72)이 결정화하여 폴리실리콘으로 되어 있고, 미(未)조사 영역(73)은 비정질 실리콘 그대로이
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다. 도 3에 있어서, 레이저빔 단면은 세장 직사각형 형상이고, 장축 방향(25)의 길이(74)는 150∼300㎜이고, 단축 방
향(26)의 길이(75)는 300∼400㎛(0.3∼0.4㎜)의 범위에 있다. 에너지 밀도는 직사각형 단면에 있어서, ±2% 정도
의 오차가 있다. 또한, 펄스 쇼트마다 에너지 밀도의 오차는 ±15%정도이다. 이 직사각형 단면의 레이저빔에 의해 면
을 어닐링하는 경우, 도 4에 도시하는 바와 같이 레이저빔 단면의 단축 방향(26)에 일정 간격의 피치 P로 스캔한다. 도
 4에 있어서, n 쇼트째의 조사 영역을 실선으로, n+1번째의 쇼트의 조사 영역을 파선으로, 또한, n+2번째의 쇼트의 조
사 영역을 일점 쇄선에 의해서 나타내고 있다.
    

    
본 실시예에서는 X측 구동 회로부의 게이트 배선(41)을 도 5와 같이 배치한다. 도 5에서는 이 게이트 배선에 각 구동
 트랜지스터(30)의 채널 영역의 폭(34)의 방향을 평행하게 배치하고 있다. 각 구동 트랜지스터(30)는, 중앙부는 게이
트 배선(41), 그 양측은 소스 배선(43), 드레인 배선(42)에 의해서 전기적으로 연결되어 있다. 이들 배선과 구동 트랜
지스터의 중복부에 게이트 전극, 소스 전극 및 드레인 전극이 형성되어 있고, 또한 소스 전극과 드레인 전극에는 각각 
폴리실리콘막의 소스 영역(33) 및 드레인 영역(32)과 도통하는 콘택트부(37)가 마련되어 있다. 도 5에 있어서, 절선
의 굴곡부에 상당하는 부분(90)에 채널 영역을 중복시키지 않도록 하여 배치하는 것은 구동 트랜지스터의 배선이 이 
부분에서 발생하는 전계 집중을 피하기 위해서이다. 전계 집중부에 채널부를 중복시키면, 오동작을 발생하기 때문에 피
해야 한다. 하나의 선분에 배치된 3개의 구동 트랜지스터의 시프트 피치의 레이저빔 스캔 방향으로의 사영 거리 A는 레
이저빔의 스캔의 피치 P보다 크더라도, 또는 작더라도 좋다. 통상, 채널폭(34)은 20㎛정도이고, 채널 길이(35)는 5㎛
정도이며, 또한 레이저빔의 스캔 피치 P는 15㎛정도이다.
    

    
도 6은 레이저빔의 스캔 피치 P가 구동 트랜지스터의 시프트 피치 A보다 작은 경우에 있어서, 미스 쇼트에 의한 불완
전 영역(40)이 채널 영역을 차단한 경우의 배치를 나타내는 도면이다. 불완전 영역(40)은 영역 B에서, 이 구동 트랜지
스터의 채널부를 완전히 차단하고 있다. 그러나, 본 발명에 근거하는 구동 트랜지스터의 배치를 실행함으로써, 다른 인
접하는 구동 트랜지스터에는 소스, 드레인 영역(32, 33)에서 겹치는 것이 있더라도 채널 영역을 완전히 차단하는 일은
 없다. 도 22의 파선은 지그재그 형상의 절선의 2분의 1파장 상당분의 구동 트랜지스터의 배열을 나타내고 있는데, 이
 범위 내에서, 일부의 구동 트랜지스터의 채널 영역에 있어서, 영역 C와 같이 겹치는 것도 있다. 그러나, 이 경우에는 
화살표 D의 경로로 나타낸 바와 같이, 특성 불완전 영역을 통과하지 않더라도 채널 영역을 횡단할 수 있는 부분이 있기
 때문에, 표시 특성에 악영향을 미치게 하는 것은 없다. 따라서, 이 경우에는 6분의 1의 구동 트랜지스터가 악영향을 미
치게 하는 만큼이고, 실질상 표시 특성을 열화시키지 않는다. 따라서, 양품율이 저하하는 일은 없다. 또한, 구동 트랜지
스터의 6분의 1이 악영향을 받는 것은, 도 6에 나타낸 지그재그 형상의 절선의 2분의 1파장 상당분과 동일한 배열이 
나머지의 2분의 1파장 상당분에 있어서도 반복하는 경우이다. 나머지의 2분의 1파장 상당분에 있어서의 구동 트랜지스
터의 배열은 도 6의 것보다 조금 비켜 놓은 것이 가능하고, 또한, 각 선분의 경사나 길이를 변경하는 것도 가능하다. 이
러한 배열로 하고 있었던 경우에는, 악영향을 받는 구동 트랜지스터는 전체의 12분의 1이 될 가능성이 있다.
    

    
도 7은, 레이저빔의 스캔 피치 P가 구동 트랜지스터의 시프트 피치 A보다 큰 경우에 있어서, 미스 쇼트에 의한 특성 불
완전 영역(40)이 채널 영역을 차단한 경우의 배치를 나타내는 도면이다. 특성 불완전 영역(40)은 영역 E 및 영역 J의
 2개의 영역에 있어서 각 구동 트랜지스터의 채널 영역을 완전히 차단하고 있다. 따라서, 이 영역이 겹치고 있는 구동 
트랜지스터는 악영향을 받는다. 그러나, 예컨대, 불완전 영역(40)과 채널 영역의 중복 영역 F 또는 H를 갖는 구동 트
랜지스터에서는 화살표 G 또는 I와 같이 불완전 영역(40)을 지나는 일없이 채널 영역을 횡단할 수 있는 경로 부분이 
있다. 또한, 그 밖의 구동 트랜지스터는 채널 영역을 불완전 영역과 중복시키지 않는다. 따라서, 전체의 3분의 1정도의
 구동 트랜지스터가 악영향을 받을 뿐이므로, 표시 품위를 실질적으로 열화시키는 일은 없다. 또한, 지그재그 형상의 절
선의 나머지의 2분의 1파장 상당분에 배치되는 구동 트랜지스터가 도 7의 배치로부터 어긋나고 있으면, 특성 불완전 영
역에 의해서 채널 영역이 완전히 차단되는 구동 트랜지스터의 비율은 보다 작게 된다.
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도 5의 구동 트랜지스터의 Ⅷ-Ⅷ 단면도인 도 8에 있어서, 구동 트랜지스터(30)는 투명 기판(1)에 포개어진 하지(下
地)막(51) 위에 형성된 폴리실리콘을 기초로 하여 제작되고 있다. 구동 트랜지스터의 형상에 패터닝된 폴리실리콘의 
중앙부에 채널 영역(31), 그 양측에 드레인, 소스 영역(32, 33)이 형성되어 있다. 이들 위에는 용량 절연막을 겸한 게
이트 절연막(53)이 적층되어 있고, 그 밑의 채널 영역(31)과 평면적으로 중첩된 위치에 게이트 전극(54)이 위치하고
 있다. 이들 위의 층간 절연막(55)과 게이트 절연막(53)에 개구된 콘택트 홀에 드레인 배선(57) 및 소스 배선(58)이
 성막되고, 각각 드레인 영역(32) 및 소스 영역(33)과 콘택트부(37)를 형성한다.
    

    
다음에, 도 8에 나타내는 구동 트랜지스터의 제작 방법에 대하여 설명한다. 우선, 도 9에 도시하는 바와 같이, 유리 기
판(1) 위에, 예컨대 PECVD(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) 법에 의해서, 하지막(51)으로서 실리
콘 질화막과 실리콘 산화막의 2층막을 형성한다. 다음에, 그 위에 비정질 실리콘막(52)을 성막하여, 엑시머 레이저에
 의해 비정질 실리콘을 폴리실리콘으로 한 후, 소스로부터 드레인에 이르는 영역을 패터닝하여, 채널 영역(31) 및 하부
 전극을 형성한다(도 10). 이어서, 레지스트 마스크(85)를 이용하여, 용량부를 형성하는 하부 전극(도시하지 않음) 이
외를 덮은 후, 인(P) 이온을 주입한다(도 11). 다음에, 용량 절연막을 겸한 게이트 절연막(53)으로서, 예컨대, 도 12
에 도시하는 바와 같이 CVD 법에 의해 실리콘 산화막을 형성한다. 이어서, Cr막을 성막한 후, 패터닝하여하여 게이트
 전극(54) 및 공통 배선을 형성한다(도 13). 이 공통 배선과 하부 전극의 사이에는 축적 용량이 형성되어 있다. 그 후
, 도 14에 도시하는 바와 같이, n형 트랜지스터측의 LDD(Lightly Doped Drain)를 형성하기 위한 레지스트(86) 및 
p형 트랜지스터측의 폴리실리콘 반도체층을 피복하는 레지스트(87)를 마련하고, P 이온을 주입한다. 이 결과, n형 트
랜지스터의 드레인, 소스 영역(32n, 33n)이 형성된다. 이어서, 도 15에 도시하는 바와 같이, 레지스트 패턴을 제외한
 후, 저농도의 P 이온을 주입한다. 그 후, 도 16에 도시하는 바와 같이 n형 트랜지스터측을 레지스트로 덮고, B 이온을
 주입하여 p형 트랜지스터의 소스, 드레인 영역(33p, 34p)을 형성한다. 그 후, 도 17에 도시하는 바와 같이 층간 절연
막(55)으로서, TEOS PECVD법에 의해 실리콘 산화막을 형성한 후, 400℃에서 활성화 어닐링을 실행한다. 그 후, 도
 18에 도시하는 바와 같이 층간 절연막(55)과 게이트 산화막(53)과 콘택트 홀(56)을 드라이 에칭에 의해 개구한다. 
다음에, 도 19에 도시하는 바와 같이 Cr막을 100㎚, A1계 합금막 400㎚을 스퍼터법에 의해 적층 성막해서, 패터닝하
여 소스, 드레인 전극(57, 58)을 형성한다. 이 후는 파시베이션막 형성 및 표시부에 화소 전극을 형성한다. 또한, 도 2
0에 나타내는 프로세스에 따라서, 상기의 순서로 제작한 TFT 패널을 컬러 필터와 합쳐, 화소 전극 표면 및 컬러 필터
 표면에 배향막을 도포하고, 연마 처리에 의해 배향 방향을 설정한다. 그 후, 통상의 조립 공정에 의해 조립한다.
    

    
본 실시예의 구동 트랜지스터의 배열에 의하면, 도 21 및 도 22에 도시하는 바와 같이, 구동 트랜지스터(도시하지 않음
)는 지그재그 형상의 게이트 배선을 따라 채널 영역(도시하지 않음)의 중앙 부근을 합쳐서 배열한다. 이 배치를 때문에
, 레이저 광의 미스 쇼트가 채널 영역에 겹쳐 형성된 경우의 표시 품위의 실질적 열화를 방지한 뒤에, 프레임을 확대시
키는 일이 없다. 즉, 프레임의 폭(18 및 19)이 확대한 일이 없고, 협 프레임화를 실현하는 것이 가능해진다. 본 실시예
에서는 레이저빔의 시프트 피치 P는 15㎛을 채용하고 있어, 실리콘막의 표면을 거칠게 하는 일이 없고, 또한 폴리실리
콘화를 고능률로 실시할 수 있다.
    

(실시예 2)

본 발명의 실시예 2에서는, 도 23에 있어서, 각 트랜지스터의 채널 영역의 폭(34)의 방향은 레이저빔의 장축 방향(25
)에 평행하다. 도 23에 있어서, 지그재그 형상의 절선의 4분의 1파장 상당분에 배치된 3개의 구동 트랜지스터의 시프
트 피치 A는, 레이저빔의 스캔 피치 P보다 큰 것이 바람직하지만, 작아도 무방하다. 이 실시예 2에 있어서의 제 1 선분
 및 제 2 선분은 더 작은 절선에 의해서 형성되어 있다.

    
이 배치에 의해, 어느 하나의 구동 트랜지스터의 채널 영역(31)을 마침 미스 쇼트에 기인하는 특성 불완전부가 덮더라
도, 모든 구동 트랜지스터의 채널부를 특성 불완전부가 피복하는 것으로 되지 않는다. 특성 불완전부는, 인접하는 구동
 트랜지스터에서는 소스 영역(33) 또는 드레인 영역(32)에 의한 것이 있지만, 소스 영역 또는 드레인 영역에 특성 불
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완전부가 걸리더라도 표시 품위에 미치는 영향은 거의 없다. 표시 품위 열화의 가능성은 구동 트랜지스터의 시프트 피
치 A가 레이저빔의 스캔 피치 P보다 큰 쪽이 작게 된다. 그러나, 가령 구동 트랜지스터가 시프트 피치 A가 레이저빔의
 스캔 피치 P보다 적더라도 위험 분산의 작용은 있기 때문에, 상기의 경우가 발생하더라도 표시 품위의 열화의 정도를
 한정적인 것으로 하는 것이 가능하다.
    

이 결과, 실질적으로 표시 품위를 열화시키는 가능성을 배제하여 X측 구동 회로부를 형성하는 것이 가능해져, 양품율의
 저하를 방지하는 것이 가능해진다. 또한, 상기의 구동 트랜지스터는 지그재그 형상의 선을 따라 배치되기 때문에, 구동
 회로부를 연장시키는 일이 없기 때문에, 실시예 1에 나타낸 도 21 및 도 22에 있어서의 프레임 폭(18, 19)을 확대시
키지 않고, 협 프레임화를 달성하는 것이 가능해진다.

(실시예 3)

    
본 발명의 실시예 3에서는 지그재그 형상의 절선의 4분의 1파장 상당분에 2개의 구동 트랜지스터가 배치된다. 이 2개
의 구동 트랜지스터의 어긋남의 레이저빔 스캔 방향으로의 사영 거리 A는 레이저빔의 스캔 피치 P보다 큰 것이 바람직
하지만, 작더라도 무방하다. 도 24에 나타내는 구동 트랜지스터의 배치에 의해, 가령 만일 채널 영역(31)에 미스 쇼트
의 1피치분의 영역이 겹치는 일이 있더라도, 구동 트랜지스터 모두가 특성 불량으로 되는 것은 없고, 표시 품위의 실질
적 열화를 방지하는 것이 가능해진다. 또한, 이 구동 트랜지스터의 배열은 프레임을 확대하는 일이 없기 때문에, 협 프
레임화에 유효한다.
    

(실시예 4)

    
본 발명의 실시예 4에서는 지그재그 형상의 절선의 4분의 1파장 상당분에 1개의 구동 트랜지스터가 배치된다. 이 배치
에 있어서도, 이웃하는 구동 트랜지스터는 서로 레이저빔의 스캔 방향으로 어긋나는 것은 가능하다. 이 경우에는, 이웃
하는 구동 트랜지스터를 어느 정도 서로 비키어 놓은 뒤에, 도 26에 나타내는 바와 같이 각 구동 트랜지스터의 채널 폭
(34)의 방향을 레이저빔의 단면의 장축 방향(25)으로부터 기울이는 것이 바람직하다. 크게 기울일 수 없는 경우에 있
어서는, 상기의 어긋남의 효과에 의해, 가령 하나의 구동 트랜지스터의 채널 영역이 완전히 특성 불완전 영역에 차단되
더라도, 1파장 상당분의 범위내의 나머지의 3개의 구동 트랜지스터가 문제없는 배치로 될 가능성이 있다. 도 25의 경
우는, 일정한 기울기와 길이를 가진 선분의 경우인지가, 지그재그 형상의 절선의 4분의 1파장 상당분마다 갖추어지지 
않은 절선의 경우에는, 상기의 어긋남을 보다 용이하게 마련하는 것이 가능해진다.
    

이 어긋남의 효과에 덧붙여, 경사(회전) 배치의 효과에 의해, 가령 레이저빔의 미스 쇼트의 1피치분이 구동 트랜지스터
의 채널 영역에 겹치는 것이 발생했다고 해도, 그 미스 쇼트의 1피치분이 채널 영역을 차단하는 사태를 피하는 것이 한
층 더 용이하게 된다. 즉, 미스 쇼트부를 통과하는 일 없이, 채널 영역을 가로지를 수 있는 부분이 가능하다. 또한, 이 
구동 트랜지스터의 배열은 프레임의 확대하는 일이 없기 때문에, 협 프레임화에 유효한다.

(실시예 5)

본 발명의 실시예 5는, 실시예 4의 유사 형태이고, 도 26에 나타내는 바와 같이, 구동 트랜지스터를 배치한다. 도 26의
 배치에 의하면, 도 26의 배치에 얻어지는 효과에 덧붙여, 레이저빔 단면의 장축 방향(Y 방향)에 관해서 구동 트랜지스
터의 배치를 압축하여 실시할 수 있다. 이 결과, 이 방향(Y 방향)의 프레임 폭을 좁게 할 수 있게 된다.

도 26에 나타내는 구동 트랜지스터의 배치에 있어서, 인접하는 각 구동 트랜지스터를 레이저빔의 스캔 방향에 비키어 
놓은 것이 가능하다. 이 레이저빔의 스캔 방향으로의 어긋남에 의해, 위험 분산을 어느 정도 높이는 것이 가능하다. 더
구나, 협 프레임화의 달성의 효과에 덧붙여, 표시 품위의 실질적인 열화를 방지하는 효과도 얻을 수 있다.
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도 27은 특성 불완전 영역이 구동 트랜지스터의 채널 영역중에 완전히 포함되어 겹치는 경우를 나타내는 도면이다. 모
든 구동 트랜지스터의 채널 영역에 있어서, 특성 불완전 영역의 폭은 완전히 채널 영역중에 있고, 중첩 영역 K, M, O 
및 R을 형성한다. 그러나, 중첩 영역 R을 갖는 구동 트랜지스터에 있어서는, 채널 영역의 표시 영역에 가장 가까운 각
부 u와, 표시 영역에 가장 먼 각부 v의 사이의, 레이저빔 스캔 방향으로의 사영 거리 Z가 레이저빔의 스캔 피치 P보다
 크다. 이 때문에, 화살표 L, N, Q 및 S에서 도시하는 바와 같이, 특성 불완전 영역을 지나는 일없이 채널 영역을 횡단
하는 경로의 부분이 있기 때문에, 구동 트랜지스터가 표시 품위에 악영향을 미치게 할 정도로 열화하지 않는다. 도 27
에 있어서, 특성 불완전 영역(40)의 폭은 완전히 채널 영역에 포함되고 있기 때문에, 이 특성 불완전 영역의 폭이 채널
 영역에 포함되면서, 조금 어긋난 배치이더라도 사정은 동일하다. 즉, 특성 불완전 영역(40)의 위치가 도 27에 나타내
는 위치로부터 조금 오른쪽으로 어긋나 채널 영역의 중앙부에 위치하는 경우, 특성 불완전 영역을 지나는 일없이 채널
 영역을 횡단할 수 있는 부분의 총면적은 동일하다. 이 경우, 채널 영역을 횡단할 수 있는 부분은 특성 불완전부(40)를
 그 사이의 2개의 부분으로 분리되지만, 그 2개의 부분의 합계 면적은 도 27에 나타내는 배치와 동일하다. 따라서, 특
성 불완전부(40)가 어떻게 발생하더라도, 표시 품위가 실질적으로 열화하는 사태를 피할 수 있다. 즉, 상기한 바와 같
이, 경사 배치의 회전 각도를 크게 잡을 수 있으면, 모든 구동 트랜지스터를 문제없는 배치로 할 수 있다.
    

    
상기의 도 27의 구동 트랜지스터는 서로의 레이저빔 스캔 방향으로의 어긋남이 0(zero)의 경우였다. 그러나, 각 구동
 트랜지스터는 지그재그 형상의 절선 4분의 1파장 상당분의 범위내에서 서로 상기 스캔 방향으로 비키어 놓은 것이 가
능하고, 이 어긋남에 의해, 가령 상기한 바와 같은 경사 배치의 각도를 크게 얻어지지 않는 경우이더라도, 위험 분산을
 도모할 수 있다. 즉, 경사 배치의 회전 각도가 상기한 바와 같이 크게 얻어지지 않는 경우이더라도, 1파장 상당분의 범
위내에서 1개의 구동 트랜지스터의 채널 영역이 특성 불완전 영역에 완전히 차단되지만, 나머지의 3개의 구동 트랜지스
터는 문제없는 위치에 배치하는 것으로 되게 된다. 이러한 배치는 지그재그 형상의 절선이 4분의 1파장 상당분마다 고
르지 않은 경우에 있어서, 보다 한층 더 용이하게 실현할 수 있다.
    

    발명의 효과

따라서, 본 발명에 의하면, 박막 트랜지스터를 구비한 액티브 매트릭스 방식의 액정 표시 장치 및 TFT 패널을 제공할
 수 있다.

상기에 있어서, 본 발명의 실시예에 대하여 설명했지만, 상기에 개시된 본 발명의 실시예는 어디까지나 예시이고, 본 발
명의 범위는 이들 발명의 실시예에 한정되지 않는다. 본 발명의 범위는 특허 청구의 범위의 기재에 의해 나타내며, 또한
 특허 청구의 범위의 기재와 균등의 의미 및 범위내에서의 모든 변경을 포함한다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

액정과, 상기 액정을 구동하는 박막 트랜지스터(TFT : Thin Film Transistor) 패널과, 그 대향 기판을 구비하고, 상
기 TFT 패널이 교차하여 배선된 복수의 신호선 및 복수의 주사선과 그 교차하는 부위에 배치된 복수의 화소 트랜지스
터를 포함하는 표시 영역(2)과, 복수의 구동 트랜지스터(30)을 포함하는 구동 회선 영역(11, 12)을 갖는 액정 표시 
장치에 있어서,

상기 구동 회로 영역에 형성되는 상기 구동 트랜지스터(30)의 게이트 배선(41)은,

제 1 방향을 따라 직선적으로 연장되는 제 1 선분과, 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향을 따라 직선적으로 연장되는
 제 2 선분과, 상기 제 1 선분과 제 2 선분을 접속하는 굴곡부(90)를 구비하는 절선(折線)을 따라 배치되고,

상기 구동 트랜지스터(30)는,
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평면적으로 볼 때, 그 채널 영역(31)이 상기 굴곡부(90)와 중첩되지 않도록, 상기 제 1 선분 및 제 2 선분을 따라 배치
되어 있는

액정 표시 장치.

청구항 2.

교차하여 배선된 복수의 신호선 및 복수의 주사선과 그 교차하는 부위에 배치된 복수의 화소 트랜지스터를 구비하는 표
시 영역(2)과, 복수의 구동 트랜지스터(30)를 구비하는 구동 회로 영역(11, 12)을 갖는, 액정을 구동하는 박막 트랜
지스터(TFT : Thin Film Transistor) 패널에 있어서,

상기 구동 회로 영역(11, 12)에 형성되는 상기 구동 트랜지스터(30)의 게이트 배선(41)은,

제 1 방향을 따라 직선적으로 연장되는 제 1 배선과, 상기 제 1 방향과 상이한 제 2 방향을 따라 직선적으로 연장되는
 제 2 선분과, 상기 제 1 선분과 제 2 선분을 접속하는 굴곡부(90)를 구비하는 절선을 따라 배치되고,

상기 구동 트랜지스터(30)는,

평면적으로 볼 때, 그 채널 영역(31)이 상기 굴곡부(90)와 중첩되지 않도록, 상기 제 1 선분 및 제 2 선분을 따라 배치
되어 있는

TFT 패널.

도면
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